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честве, которое может быть определено методом 
ИК–спектроскопии. Это свидетельствует о высо-
кой плотности пленок. 

 Качество диэлектрических плёнок во многом 
определяется адгезией его к подложке. Это имеет 
особое значение при использовании двухуровне-
вых систем металлизации. В этом случае необ-
ходимо обеспечить также адгезию диэлектриче-
ских плёнок к металлу первого уровня. 
 

 

Рисунок 4 − Зависимость положения 
максимума полосы поглощения от процентного 

содержания азота 

 Метод ионно-лучевого распыления, как пра-
вило, обеспечивает отличную адгезию из-за бо-
лее высокой энергии осаждаемых частиц по 

сравнению с термическим испарением, пироли-
зом и другими методами. Установлено, что ди-
электрические плёнки, сформированные ионно-
лучевым распылением, обладают адгезией, кото-
рая в 2–4 раза выше, чем у плёнок, полученных 
низкотемпературным окислением и электронно–
лучевым испарением, т.е. подтверждается поло-
жение об энергетической зависимости величины 
адгезии. Об этом свидетельствуют также и зави-
симость адгезии покрытий, полученных ионно–
лучевым распылением, от режимов напыления. 
Результаты измерений свидетельствуют, что 
наибольшей адгезией обладали плёнки, сформи-
рованные при больших ускоряющих напряже-
ниях и токах компенсатора. Эти условия про-
цесса способствуют увеличению энергии распы-
ленных частиц. 
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 Новый метод нанесения тонких пленок по-
средством генерации потока ионов пленкообра-
зующих газов из пучкового фокуса является 
перспективным для различных покрытий [1]. 
Его суть заключается в том, при определенных 
условиях в ионном источнике на основе ускори-
теля с анодным слоем имеет место формирова-
ние зоны вторичного разряда. Зона этого разряда 
имеет форму слаборасходящегося пучка 
ионов [2].  

 Экспериментальные исследования прово-
дили на модернизированной установке вакуум-
ного напыления ВУ-1А. Внешний вид подкол-
пачного устройства представлен на рисунке 1, а 
полученный ионный пучок на рисунке 2. 

Проведено исследование влияния скорости 
нанесения Vн на структурно-фазовые, электро-
физические и оптические характеристики покры-
тий из диоксида кремния, полученных осажде-
нием из вторичного ионного пучка. В качестве 
рабочих газов использовались, смесь 
5%SiH4+95%Ar и кислород. Покрытия наноси-

лись на неподвижную подложку. при темпера-
туре последней 50оС. Парциальное содержание 
кислорода составляло (2,5–3,2)·10-4 мм рт.ст., 
потенциал диафрагмы – 0.  
 

 
Рисунок 1 – Внешний вид подколпачного 

устройства установки ВУ-1А 

В видимом диапазоне коэффициент пропус-
кания составлял 0,80 – 0,92 и зависел от Vн. На 
рисунке 3, а приведен спектр пропускания 
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Секция 3. Физические, физико-математические, материаловедческие и технологические основы приборостроения 

пленки SiО2, полученной при Vн =0,33 нм/с, а на 
рисунке 3, б – при Vн=0,45 нм/с. Установлено, 
что увеличение Vн способствовало росту про-
пускания в УФ и видимой области спектра. 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид ионного пучка 
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Рисунок 3 – Спектры пропускания пленок SiО2, 
полученных при различных Vн 

 Измерение спектров поглощения также пока-
зало, что покрытия, полученные при больших 
скоростях нанесения, обладали и меньшим по-
глощением (рисунок 4). 

В тоже время ИК спектры пленок не претер-
певали значительных изменений (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Спектры поглощения пленок SiО2, 
полученных при Vн =0,33 нм/с (а) и при 

Vн=0,45 нм/с (б) 
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Рисунок 5 – Спектры ИК поглощения пленок 
SiО2, полученных при Vн =0,33 нм/с (а)  

и при Vн=0,45 нм/с (б) 

 Исследовано влияние с Vн на ε, tgδ и Епр.  
Vн изменялась в диапазоне 0,33...0,48 нм/с. Её 
изменение осуществлялось путем варьирования 
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мощности первичного пучка. Результаты изме-
рения электрофизических параметров приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1– Результаты измерения 
электрофизических параметров пленок диоксида 
кремния 

№ 
обр. 

 Vн, 
 нм/с 

 ε  tgδ  Епр, 
 В/см 

 1  0,33  5,1 0,170  2,1·105 

 2  0,43  5,3 0,420  3,8·105 

 3  0,48  4,2 0,146  5,0·105 

  Установлено, что Vн неоднозначно влияет на 
диэлектрическую проницаемость. Тангенс угла 
диэлектрических потерь сначала увеличивался, а 
затем снижался, а электрическая прочность по-
вышалась с увеличением Vн.  

Таким образом, повышение скорости приво-
дит к формированию более качественных покры-
тий. 
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Введение. Контактируя со всеми органами и 
тканями, кровь переносит огромное количество 
веществ и является чрезвычайно тонким зеркалом 
отражающим влияние различных внешних и внут-
ренних воздействий на организм. Система крово-
обращения выполняет очень важные и многооб-
разные функции в организме и учитывая большую 
протяженность крайне уязвима.  

Нормальная система гемостаза призвана обес-
печивать постоянное балансирование между тром-
бообразованием и поддержанием крови в жидком 
состоянии. Возможны три принципиально различ-
ных ситуации, когда требуется исследование си-
стемы гемостаза: 

- подозрение на склонность к кровотечениям по 
клиническим данным; 

- обнаружение отклонений при скрининговых 
исследованиях; 

- развитие острой недостаточности гемостаза у 
пациентов с острой патологией либо в послеопера-
ционном периоде[1]. 

Основная часть. Современная лабора-торная 
диагностика системы гемостаза основана на пони-
мании общебиологических закономерностей функ-
ционирования и выбора адекватных методов их 
оценки. Эти методы можно разделить на три кате-
гории: иммунологические, коагуляционные и ами-
долитические. Коагуляционные тесты, проводимые 
в лабораториях, представляют, по сути, попытку 
повторить in vitro процессы, происходящие in vivo 
и основаны на измерении промежутка времени с 
момента внесения реагента, запускающего каскад 
свертывания, до момента коагуляции – образова-

ния фибринового сгустка. Определение окончания 
реакции в разных коагулометрах осуществляется 
по-разному, но чаще всего применяются следую-
щие методики: 

- электромеханические (момент окончания ре-
акции определяется по изменению магнитного 
поля стального шарика, который приводится в 
движение образующимися нитями фибрина) 

- фотооптические (момент окончания реакции 
определяется по изменению рассеивания, погло-
щения или интенсивности пучка проходящего 
света) 

- электрохимические (момент окончания реак-
ции определяется по изменению электрического 
сопротивления тест-полоски с реактивами).  

Однако все выше описанные методы имеют 
свои недостатки и не всегда удовлетворяют в до-
статочной мере требованиям к качеству исследова-
ний, особенно при исследовании протромбинового 
времени. В связи, с чем и было предложено иссле-
довать параметры гемостаза с помощью ультра-
звука, как наиболее универсального средства изме-
рения.  

В предложенном ранее методе [2] определения 
активированного частичного тромбопластинового 
времени (АЧТВ) и протромбинового времени 
(ПТВ) в качестве информативного параметра ис-
пользуется амплитуда ультразвукового сигнала.  

Основным недостатком этого метода является 
то, что амплитуда сигнала сильно зависит от каче-
ства акустического контакта, которое тяжело обес-
печить при небольших размерах исследуемой кю-
веты. В связи с этим мы предлагаем в качестве 
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